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(54) Bezeichnung: MOSFET/IGBT-Oszillatorschaltung fiir parallelgespeiste Leistungsoszillatoren

(57) Hauptanspruch: Aus je zwei IGBTs oder MOSFETSs als
Leistungsschalter und zwei Steuer-MOSFETs als akfive
Elemente bestehende parallelgespeiste LC-Gegentakt-Os-
zillatorschaltung insbesondere fiir die Verwendung in netz-
betriebenen Invertem hoher Leistung, dadurch gekenn-
Zzeichnet, dass:

- Jeweils ein Steuer-MOSFET T3 und T4 in Serie zum Gate
der Leistungsschalter T1 u. T2 {Source mit dem Gate des
Leistungsschalters verbunden) Das Gate des Leistungs-
schalters vom Lastkreis trennt.

— Die Steuer-MOSFETs T3 und T4 mit einer festen Gate-
spannung > 15 Volt versorgt werden

- Je eine Uberspannungsschutzdiode ZD2, ZD3 die Gate-
spannung der Leistungsschalter begrenzt.

— Die Drainspannungen der MCSFETSs iiber je einen kapa-
zitiven Spannungsteiler C3/C5 bzw. C4/C8 auf unter 1000V
heruntergeteilt und die Betriebsspannung entkoppelt wird.
— Parallel zu den Kondensatoren C3 und C4 jeweils eine Di-
ode D1 und D2 geschaltet ist.

- Parallel zu den Kondensatoren C5/CE jeweils ein Wider-
stand R4/R5, sowie parallel zu den Gate-Source-Strecken
der Steuer-MOSFETs T3/T4 jeweils ein Widerstand...

LC-Leoistungsoszfliator mit IGBTs
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